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Investigacao dos efeitos da irradiagao ibnica em filmes de GaAlSb com

diferentes estequiometrias depositados por Sputtering

RESUMO

O antimoneto de galio aluminio (GaAISb) é um composto ternario, semicondutor, e bastante promissor
dado que pode possuir um bandgap intermediario ao do AlSb (~1,62 eV - vermelho visivel) e do GaSb
(~0,75 eV - infravermelho), propriedade que seria util para fabricagdo de sensores na optoeletronica, por
exemplo. Nesse trabalho foram depositados por Sputtering filmes finos de GaAlSb sobre substrato de
SiO2/Si, com diferentes concentragdes de Al, e foram investigadas as mudangas na estrutura cristalina dos
filmes em fungéo dessa concentragao utilizando a técnica de Difragdo de Raios-X (XRD), onde se observou
um leve deslocamento dos picos de difragéo, se afastando do pico de GaSb puro e se aproximando do pico
de AISb puro, conforme aumentou a concentragcao de Al. Ademais, sdo poucas as referéncias sobre o
efeito de irradiagao por feixe de ions em antimonetos, mas espera-se que, assim como observado para o
GaSb, a irradiagao ibnica possa produzir uma estrutura porosa, similar a uma espuma, aumentando
significativamente a éarea superficial do material - o que seria util para fabricacdo de detectores, por
exemplo -, e criando estruturas de espessura nanométrica, podendo causar efeitos quanticos. Dessa
forma, apos a caracterizagdo das amostras depositadas, foi realizada a irradiacdo por ions de ouro com
alta fluéncia, e estudou-se as modificagdes na estrutura cristalina usando XRD, variagdo de espessura e
porosidade do filme por meio de microscopia eletrbnica de varredura (MEV) e Rutherford Backscattering
Spectrometry (RBS) onde se observaram mudangas significativas na porosidade dos filmes, além de uma

comparagao qualitativa do sinal Raman entre compostos irradiados e n&o irradiados.
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